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１．概要（Summary） 

 工学実験等で実際にデバイスの設計作製評価を行

い半導体デバイス物理の理解を深めることを目的と

して、簡易な装置および方法でデバイス作製を可能に

するプロセスを検討している。そこで、マスク合わせ

の必要のないアライメントレスリソグラフィー方法

を提案、合わせ精度を検討した。その結果、20μｍ程

度の精度で位置合わせを実現できること、また基板と

マスクの固定方法の改善により、さらにその精度を高

められる可能性があることがわかった。 

 

２．実験（Experimental） 

実際のデバイス作製においては、デバイスをいくつ

かの部分に分け、各パタンを正確に重ね合わせて順次

作製する。この時各パタンの位置合わせ(アライメン

ト)が必要である。通常は専用の位置決め機能のつい

た装置を使って位置合わせを行うが、ここでは基板と

フォトマスクの機械的な位置関係だけで位置合わせ

を行う方法を提案、実用的な合わせ精度を維持しつつ

装置の簡素化を図った。Fig.1 にその原理図を示す。

位置決めを正確にするため、シリコン基板とガラスフ

ォトマスクはダイシングマシン (DISCO 社製 

DAD3220）で正確に方形に切断した。マスクの各パ

タンは、マスクの角を原点としてシリコン基板の任意

の位置に正確に重なるように計算して配置した。フォ

トマスクパタンは簡易フォトマスク作製方法(1)で作製、

それを用いて 2 回露光しＸ，Ｙ方向のずれ量を誤差と

して測定、アライメント精度を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.2 にアライメント精度の測定結果を示す。シリコン基

板をダイアモンドカッターを使って切り出したシリコン基板

を使った結果を“手工カット“として合わせて示した。合わ

せ誤差の平均値は機械カットでは約 18，10μｍ、手工カ

ットでは約 18，13μｍと、若干機械カットのほうが少ないこ

と、また 10μm以下の精度を実現できたことから、ダイシン

グ装置の利用により、合わせ精度改善効果があることを確

認した。合わせ誤差は、マスクと基板の固定により改善で

き、10μm 以下の合わせ精度も実現可能になると思われ

る。 
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Fig.1 Schematic of the alignment-less lithography 

process 
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Fig.2 Evaluation results of the alignment errors  


